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El presente invento Se refiere a mejoras en dispd '

siciones rectificadoras de alta potencia incluyendo dispos

tivos semiconductores, de la clase, en que un cuerpo de seni

conductor estd interpuesto & presidn entre electrodos opues

tos de una caja cerrada herméticamente.

Son conocidos en la técnicae de conversidn de eney

gla eléetrica los rectificadores de alta corriente en este-

do s0lido, hechos de material semiconductor. Un d13positijo

tipico de esta clase comprende un cuerpo semiconductor en
forma de un barquillo de drea ampliz, de miltiples capas,
dispuesto entre electrodos planos de metal, unidos a extre-
mos opuestos de un aislador hueco pere formar una caja o
paquete cerrados herméticamente, pare el barquillo. Si se

usa un barquillo de dos capas (PN) de silicio, el dispositj

vo es un rectifiocador simple o diodo, mientras que si se uda -

un barquillo de cuatro capas (PNPN) con medios de portal,
el dispositivo es un rectificador controlado, conocido en
le técnica como un tiristor o SCR. En ambos casos es prict
ce comin el soportar y enfriar el dispositivo en un grupo
a presidn incluyendo un par de oonducﬁdres, buenos conductg
res de corriente y de calor; que estdn engrapedos contra
los respecyivos electrodos de la caja. Cuando estd apropis
damente construido e instalado, tal rectificador puede cond
¢ir con seguridad corriente continua de avance de_250 ampe-
rios o:pds y breves rédfagas de muchos miles de amperios.
Adn cuendo estd apropiademente disefiado y eplics
do un dispositivo semiconductor de alta corriente puede fa-

ller algunas veces. Hay un nimero de causas conocidas pars

&
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fallos de los dispositivos, tales como fatiga ciclica o ex-
cesivas corrientes de réfeges. EL mecanismo de fallo tipied
mente comprende &reas localizadas de recalentemiento del bay
quillo de silicio, que entonces pierden lé hebilidad bloqued
dora y permiten el flujo sin impedimento de la corriente in-
versa, En'la préctica esto ocurrird usualmente cerca del
centro del barquillo, donde la corriente de cortocircuito
estd blen contenida y no causard dafio permanente fuera del
digpositivo afligido mismo. El dispositivo, que ha fallado,
puede sustituirse entonces por uno sano y el aparato asocia-
do de conversidn puede continuer funcionando sin costosas
repargciohes o seria interrupcidn del servicio., Ocasional-
mente, sin embargo, puede ocurrir un arco sléctrico cerca de
borde de un barquillo, donde la caje del dispositivo es es-
pecialmente vulnerable, y en este caso es posible reldmpago
o llama externas con consiguiente propagacidn del fallo y
extenso dafio a otras partes del aparato.

Cuando falla este cuerpo de silicio, la magnitud
de punta de la corriente (teniendo un régimenvdado de subids
¥y une duraci&n deda) a que puede someterse un conjunto rec-
tificador semiconductor sin relampagueo externo se mencions
aqui como el"régimen de explosién" del conjunto, Como crece
la demenda de aparatos rectificadores semiconductores de mds
alte potencla, as{ crece la necesidad de altos regimenes de
explosién (por ejemplo 150,000 amperios). Por lo tento, es
un objeto general del presenté invento incrementar los regi-
menes de explosidn de tales conjuntos.

Un objetivwo méde especifico de este invento es in-
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vento es incrementar los regimenes de explosidn de conjun~
to8 rectificadores semiconductores de la técnica anterior
de una manera que se caracterize por una modificacidén es-
tructural relativamente simple pero de resultados sorpren-
dentemente eficaces,

Los electrodos principales de uns caja cerrada

herméticamente estdn comprimidos entre los extremos opues-
tos de un jusgo de dos pilares elechroconductores, qus de
otro modo estdn espaciados en la caja. Para estabilizar
mecdnicamente la caja y para excluir polvo, las hendiduras
entre la caja y los pilares se cierran por arandelas de go+
ma de silicona. Para evitar que se interfiera con la alta
presidén que los pilares deben ejercer directamente sobre
los electrodos principales de la caja, las arandelas de go+
m& interpuestas no pueden ser cargadas pesadamente. Se ha
incrementado dramdticamente el régimen de explosidn de tal
conjunto haciendo dos importantes cambios en el mismo.
Las arandelas anteriormente expuestas han sido sustituidas
por anillo de O, y:cada anillo de O estd circunserito por
ﬁna brida o anillo de metal para evitgr'que estalle hacia
fuera el mismo.

Nuestro invento se comprenderd mejor y sus variog
objetos y ventejas se aprecierdn mds plenamente de la si -|
guiente deseripeidn tomada en conjunto con el adjunto dibu-
Jo, en que:

Le fig. 1 es una vista en mlzado aumentades, en
seccidn de un dispositivo rectificador controlado de semi-

conductor de alta potencia en una combinacidn, que incorpo+




10

16

20

25

80

.cuerpo 12 a a modo de disco, intercalado entre los fondos

174013 | o

re el presente invento; ,

_ la fig., 2 es un alzado lateral de un conjunto pre+
ferido de moﬁtura de presidn para el dispositivo mostrado
en la figura 1;

la fig. 3 es un detalle seccional fragmentario de
otra ejecubién del invento; y

la fig. 4 es un detalle fragmentario seccional 1o
davie de otra ejecucidn. ,

El disposlitivo rectificador 11 semiconductor de
alta corriente, mostrado en la fig. 1, ahora se deseribird
en detalls, con el entendimiento de que, excepto cuando se
indigque de otro modo debajo, una vista en plenta (horizontel)
del dispositivo revelarfa que sue varias partes son circula
rés. El dispositivo mismo no pertenece al presente invento

ni tampoco el particwlar cbnjunto de presidn, que ee ha ilw

T

trado para montar el dispositivo, I& presente memoria dese«. -

criptiva concluiréd con reivindicaciones, que expresen ls par

L4 ]

ticular combinecidn, que se considera como el presente in-
vento.

El dispositivo 11, seglin se observa, incluye un

planos 13 y 14 de un par de miembros terminales, en forma
de cazoleta, cuyas pestafies 15 y 16 estdn unidas, respecti-
vamente; a extremos opuestos 17 y 18 de un aislador 19 eléc
trico hueco, generalmeénte cilindrico, pare former por ello
una caje integral, herméticamente cerrada, para el cuerpo
12. Este dispositivo estd montado a presidn entre los ex-

tremos opuestos de un par de miembros o pilares 20 y;21"deQ
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empuje, electroconductores, transmisores de fuerza, que sir

ven de conductores combinados eléctricos y térmicos, Como
se muestra en lae fig, 1, los pilares 20 y 21 estén dispues-

t0s en la proximidaed del alojamiento o caja pero sspaciados

de la misme, excepto donde se conectan a las respectivas qu;

tes 13 y 14 de los miembros temminales del dispositivo.

Un tope 22 de esfuerzo estd preferentemente dispuesto en
compresidn entre la superficie exterior de la parte 14 y la
superficie cooperants de contacto del pilar 21.

E1l ouerpo 12 intberior a modo de disco del dispo-
sitivo 11 estéd hecho de materia; semiconductor. Preferente
mente comprende un drea delgada, relativamente ancha, circu
lar de loncha o barquillo de silicio simétricamente conduct
o un més grueso substrato a modo de disco de tﬁngsteno.
Puege construirse por cualesquiera de les diferentes técni-
cas, que son bien conocides en la técnice actusl., Su didme
tro tipicemente es de 1,25 pulgadas., Internamente el bar-
quillo de silicio tendrd por lo menas una unidn rectificado
ra PN de érea ancha, generalmente paralela a sus caras, Rl

dispositivo mostrado para fines de ilustracidn es actualmen

~te un tiristor (es decir un rectificador controlade) y su

varquillo por lo tento, se caracterizsa por cuatro capas zl-
‘ternativemente de conductivilidad P y N, una de las cuales’
estd proviste de un contacto periférico de portal, al que
estd conectado un conductor 23 flexible de portal. Suponie
do que esté conectada una capa P Shmicamente al substrato
de tungsteno, le direccidn de avance de la co?riente conven

cional a través del cuerpo 12 es hacia arriba, segin se ob-
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gserva en el dibujo., Un revestimiento 24 protector de ais-
lamiento (por ejemplo, gome de silicone) se deposite sobre

el drea anular del cuerpo 12 radialmente mds alld de su ca-

ra superior y sobre la parte de esta cara, que estd adyacen
te al contacto periférico del portal.

, 'Como puede observarse en la fig. 1, las caras
opueétas del cuerpo 12, respectivamente se unen y estén en
contacto de presidn con superficies planas opuestas de los
fondos 13 y 14 paralelos de miembros terminales espaciados
del dispositivo 11, Estas partes conducen corriente de cay
ga entre los pilares 20 y 21 y el cuerpo interior 12 y, por
lo tanto, sirven como electrodos principales del dispositi-
vo; mencionado & continuecidn como dnodo 13 y cdtodo 14.
Cada uno es relativamente delgado y ddctil, estan hechos-id
material electroconductivo, tal como cobre revesitido de
niquel, aumgue podrie usarse, si se desease, tungsteno o
seme jante.

E1l 4nodo 13 estd unido al aislador 19 por medio
de una pared lateral 25 conectada integralmente & la pestad
fie ensanchedse 15 que, & su vez, estd unida por soldadura a
baja temperatura o semejante, a un extremo metalizado 17
inferior del aislador. As{ los componentes 13, 15 y 25
comprenden el miembro terminal en forma de cazoletsa, cuya

pared lateral 25 es parte de un diafragma anular elgo elde-

tico, que se.extiende dentro del ailslador 19 hueco, como
se ilustra. Un miembro terminal generalmente similar estd
formado por el cétodo 14, la pestafie 16 y una pared lateral

26 interconectadora, excepto que esta dltime no es circulaf,




10

16

20

25

80

e}

IRSE 3
I .'w:::«!-g'l'\)’.

X
374813 | ...

porque ung porcidn 26e de esta pared lateral estd destinada
a formar una bolsa énsanchada para conactar el conductor 23
& un portal de anillo, como se describe més abajo. A dife-
renciaz del dnodo circular 13, el cdtodo 14 tiene generalmen
te forma de D, debido & un segmento periférico; que se ha
omitido de su lado 27 izqulerdo, por lo que la superficie
interna del cdtodo, que se une & la cara superior del cuer-
po 12, estéd correspondientemente elevada en la vecindad del
contacto periférico de portal. Se observard que la pestaiia
16 del miembro terminal de cdtodo tiene un Lébulo 35, qme
se proyecta radialmente hacia fuera més alld del alcance del
aislador 19, donde procura un sitio conveniente para sujetaa'
un alambre exterior de referencia de sefial de portal,

Con el fin de hacer exteriormente accesible el
conductor 23 de portal interior, el dispositivo 11 también
incluye un electrodo de control, que atraviesa el aislador
19. X1 aislador 19, como se ha mostrado lisamente en la
fig. 1, efectivamente tiene la forma de un menguito, que
comprende dos anillos 30 y 31 coaxiles. Estos anillos pre-
ferentemente son de cerdmica. ILa parte 31, cuyo - axtremo
superior 18 metalizado estd soldado ai_borde 16 del miembro
terminal del catodo del dispositivo 11, tiene sélo unaz cor-
ta dimensidn axil, mientras que la parte 30 comprende un ci+
lindro relativamente largo, que rodea, no sélo el dnodo 13
¥ el cuerpo semiconductor 12, sino también el cédtodo 14 y
a la mitaed del fondo de la pared lateral 26 asociada con el
mismo. ILas dos partes cerdmicas 30 y 31 estdn unidas entre

sl por medio de dos anillos metdlicos 32 y 33, sirviendo es
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_tacto de presidn entre si sobre un éree entre las caras, ge-

te Ultimo como electrodo de control del dispositivo 11. El
anillo 33 estd unido al extremo superior metalizado de la
cerdmica 30 y sobresale anularmente mds alléd del mismo, miep
tras que el anillo metdlico 32 estd unido al extremo infe-
roir metalizaedo de la cerémica 31 y sobresale similarmente
de modo snuler mds alld del mismo. Los anillos metdlicos
contiguos 32 y 33 estan soldados entre si alrededor de sus
perimetros exteriores para completar la caja herméticemente
cerrada pare el cuerpo 12 semiconductor. Preferentemente
esto se hace en una atmésfera inerte, por lo que se excluyer
permanentemente oxigeno y otros gases indeseables de la caj4
Dentro de la caja el conductor 23 de portal estd coneqtado
& un lébulo 34 conductivo del electrodo 33 de control, como
se ilustra,

El cuerpo semiconductor 12 estd sostenido mecdnica
mente entre los electrodos'principales 13 y 14 del dispositi
vo 11 & presidn y eléctricamente en serie con los mismos,
No se usa ninguna soldadure u otro medio para unir estas
partes entre s{, El contacto eléctrico entre las cares metd
licas del cuerpo 12 y las adjuntes superficies internas de

los respectivos electrodos se efectua meramente por su con-

neralmente circuler. Esta presién se procure en primer lu-
gar por la naturaleza eldstica de los miembros terminales
del dnodo y cétodo, que estdn dispuestos sobre los lados
opuestos del dispositivo 11. Eun adicidn, el énocdo 13 y el
cétodo 14 del dispositivo ilustrado son presionados firmemer

te entre si por medio de los pilares exteriores 20 y 21,
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por 1o que se obtiene una mds intima conexidn entre caras,
de alta-corriente y baja resistencia., Puede usarse pare el
dispositivo cualguier disposicién adecuada de montura de
presidn externa y une ejecucidn preferente se describird

ahora con referencia a la figura 2.

Se he ilustrado en la fig. 2 un conjunto de presil

que es el objeto reivindicado de una solicitud de EE,UU,
anterior, pendiente, En esencia, el mismo comprende dos o
mis juegos parslelos de miembros empujadores espacia@os,
una pluralidad de medios separeables de interconexidn, res-
pectivamente dispuestos enm?e las hendiduras de los miembro
empujadores de estos juegos, oomprepdiendo por lo menos uno
de dichos miembros de interconexidn, un dispositivo semicon
ductor 11, y extendiéndose un miembro de tensidn centralm@g
te entre los varios juegos de miembros empujadores y para=-
lelamente & los mismos y teniendo extremos opuestos conecty
dos mecénicamente a los recpectivos miembros de cada juego,
por lo que todos los miembros-de empuje son apretados firmg
mente contra los respectivos medios de interconezidn, Ios
miembros de empuje, entre los que estd dispussto mecdnica-
mente el dispositivo 11, comprenden l;s pilares electrocon-
ductores 20 y 21 anteriormente mencionados.

Los miembros empujadores asociados o pilares son
generalmente cilindricos en su forma y.estén hechos de mets
altemente conductor, tal como aluminio, latdén o cobre, pre-
ferentemente este Gltimo. Como se ve mejor en le fig, 1,
los extremos opuestos de estos pilares son génicos pare

ajustarse dentro de los miembros terminales, en forme de

1
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cezoleta, del dispositivo 11, donde se terminan por superfi
cies de contacto de superficie 36 y 37, respectivemente.
Ie superficie 36 del pilar 20 se conforme generalmente y
se coloca paralelamente & la superficie de contacto exteridr
adjunta del dnodo 13 del dispositivo 11. La superficie 37
del pilaf 21 estd adyacente a la superficie de contacto ex
terno del cdtodo 14, y el tope de esfuerzo 22 (preferente-
mente de tungsteno) se dispone entremedias. Por consiguienr
te; cada uno de los.electrodos principales 13 y 14 del dis-
positivo 11 estd acoplado conductivemente a una de las su-
perficies de cara 36 y 37 de los pilares de cobre 20 y 21
sobre un drea relativemente ancha, y el dispositivo 11 estd
conectado eléctricamente en serie con estos pilares.

En paralelo con el juego de pilares de cobre 20
¥ 21 y el dispositivo 11 interpussto estd por lo menos otro
Juego de @igmbros de empuje espaciados eparte, alineados
exilmente, que comprenden un par de pilares de acero 40 y
41. Como se ha indicado en la fig, 2, estd dispuesto un
espaciador 42 rigido de mterial eléctricamente aislente
en la hendidura entre extremos opuestos de los pilares 40
¥y 41, Este espaciador 42 estd axilmente comprimido entre
los pileres 40 y 41, y los electrodos principales del dis-
positivo 11 estdn comprimidos entre los pilares 20 y 21,
por medio del miembro de tensidn, que comprende un perno
alargado de tirafondo de acero, dispuesto en un menguito
43 aislante y teniendo tuercas 44 y 45 sobre estremos Opueé
tos del mismo. ILa tuerca 44 estd conectads 2 los extremos

exteriores de los pilares 20 y 40 por medio de una arandels
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~ de soportes mecdnicos y contactos eléctricos, sino también

conductor 11, Con el fin de promover la disipscidn de ca=

46 de resorte Bellville, mientras que la tueica 45 estd co-!
nectada & los extremos interiores de los pilares 21 y 41
por medio de une similar arandela de resorte (no mostrada)
¥ un ¢ollar aislante 47. Asi, apretando las tuercas sobre
el perno de tirafondo, los pilares de cobre son sometidos
& un alto empuje axil y el disPOSitivo 11 puede apretarse
de un modo firme, pero separadamente, al conjunto.

Para el doble propdsito de conectar eléctricamen-
te el dispositivo semiconductor a un circuito exterior de
alta corriente y de soportar ﬁecénicamente todo el conjunto
los pilares de cobre 20 y 21 se suministran con medios de
desmontaje; comprendiendo un‘par de barras de cobre en for-
me de L, o colectores 48 y 49, conectados respectivemente
a estos pilares., Los extremos distanciados del centro de
las barras 48 y 49 estédn adaptados a ser embornados & con-
ducpores de corriente eléctrica adecuados de un circuito
eléctrico exterior (no mostrado), Para adicional fuerza
y rigidez, la barra 48 también estd sujeta al pilar de ace-
ro 40 y la barra 49 estd sujeta similarmente al otro piler
41 de acero. '

Los dos pilares de cobre 20 y 21 sirven, no sdlo
como sumideros térmicos de calor para el dispositivo semi-

lor desde estos pilares, se han equipado respectivamente d
dos grupos 50 y 51 de aletas refrigeradoras de metal espa-
ciadas., ILa primera aleta refrigeradora 52 sobre el extremd

interior del grupo 51 se muestra parcialmente en la fig. 1/
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La misma estd fijade al cuerpo del pilar 21 por soldadure
de baja temperatura o semejante, por lo que la aleta 52 y
el piler 21 junto con la barre 49 y el tope 22 de esfuerzo
son todas partes integrentes de los medios, que estén pre-
vistos parae soportar y refrigerar el dispositivo semiconduc
tor 11 y 'para conectar su cdtodo 14 al circuito eléetrico
exteriof.

Cuendo un dispositivo 11 de alta corriente se mon
ta entre ;os pilares de cobre 20 y 21, como se muestra en
la fig. 1, su anodo 13 y cdtodo 14 estdn fuertemente apreta
dos contra el cuerpo 12 semiconduetor interior a modo de
disco. Se ejerce uniformemente alta presidn (por ejemplo
3.000 libras por pulgada cuadrada) sobre las superficies d
contacto adjuntes de estas partes, esegurando por ello busja
conductibilidad eléetrica y térmica a travds de sus uniones
de amplia drea., Sin embargo, el cuerpo 12 no estd constre-
fildo radialmente, excepto por fricecidn.

Para evitar el interferir con la obtencidn de pre
8idén de alto contacto sobre el dnodo 13 y el cdtodo 14, el
manguito aislante 19 del alojamiento del dispositive estd
espaciado del miembro metdlico, que comprende las partes
21 y 52 y del miembro opuesto 20, Esto se ilustra mejor
en la fig. 1. Las hendiduras resultantes entre cada extre+
mo de aislador 19 y los miembros de empuje respectivamente
adyacentes estdn cerradas por arandelas de goma de silicong,
con el fin de ayudar a estabilizar mecdnicamente el dispo-
sitivo 11 y para evitar, que entren polvo y otros contaming

dores en el espacio alrededor de los pilares de cobre 20 y
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21. La carga de estas arandelas tiene que mentencrse rela
vamente baja, de modo que la mayorie de la presidn de montj
je se ejerza direetamente sobre el dnodo v cdtodo del dispg
sitivo 11 interpuesto.

En funcionemiento, el conjunto que ha sido des-
crito aquf, puede conducir con seguridad en un sentido de
avance de altas magnitudes de corriente de estado constan~
te y, durante periodos de tiempo relativemente breves, mag-

nitudes aun mucho mds altas de corriente de rdfaga. Sin

embargo, se ha observado en la parte de introduccidn de es-

ta memoria que un dispositivo 11 alguna vez puede estar some

tido a una condicidn anormal (por ejemplo, una oleada de

corriente, que exceda de su mdxime capacidad) que hage que
el mismo falle permenentemente. Lste modo de fallo es un
cortocircuito & través del cuerpo 12 de gilicio, y el cir-

cuito eléetrico externo ordinariamente incluird medios pro-

tectores adecuados (tales como un fusible eléetrico, no mog

trado) pare esislar el dispositivo, que ha fallado, que en-
tonces puede ser remplezado por uno nuevo. Mientras gque
el medio protector toma 86lo breve tiempo para completar

con éxito su funcidn aislante, un importe sustancial de

corriente puede dejarse pasar durante aguel tiempo. Por ch

siguiente, en el caso de que ocurra un arco cerca del bordg
del cuerpo 12, existe una real posibilidad de que répida-
mente se hage tan intenso, que queme un agujero a través
de las porciones relativamente delgadas de los miembros
terminales del alojamiento, que estdn situadas mds alld del

perimetro del dnodo 13 o cdtodo 14, permitiendo por ello

[123
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_ explosidn de tal conjunto se incrementa significativamente

de O se caracterizard generalmente como “eldstico".

que chispas o llamas se extiendan fuera de la caja cerrada,
En ensayos efectuados sobre el conjunto segun Sias, efecti-
vemente Se¢ ha observado un reldmpago exterior bajo estas
condiciones, y en le préctica esto podrfa seriamente poner
en peligro otros dispositivos y aparatos en buen estado;
que tipiéamente estén situados en la proximidad.

De acuerdo con el presente invento, el régimen del

usendo anillo de 0 54 y 55 en las antes mencionadas hendi-
duras y circunscribiendo respectivamente estos anillos con
medios rigidos 56 y 57 para impedir su estallido hacia fue-
ra. En adicidn, sunque no se ilustra en el dibujo, un man-
guito Qe material ablativo, tel como Teflon rellenado con
vidrio, se inserta preferentemente en la caja cerrada para
blindar la suyperficie interior del aislador 19 de cualquiex
arco en el cuerpo 12 de silicio.

Como se muestra en la fig. 1 de la ejecucidn del
presente invento, el enillo de 0 54 estd comprimido entre
la pestafia 17 del diafragma 25 anular y un espalddn 20a
superpuesto del pilar 20 de metal, mientras que el anillo
de 0, 55 esté comprimido entre el borde 16 del diafragma
anular 26 y la aleta metdlica 52 adyacente al mismo. Cada
uno de estos anillos de O estd hecho de material relativa-
mente blando; eldstico, que es capaz de ser deformado a prg
8idén y que tiende a recuperar su anterior forme, 8i se su-
prime la fuerza deformadora. Para este fin son adecuados

loe eléstdmeros. Segin ésto, el material de los anillos
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provisto de una falda integral 56a que se solapa sobre el

E1 didmetro del drea original de seccidn transver
sal circular de cada anillo de 0, 54, 55 es ligersmente may?r
que le dimensidn axil de la hendidura, en que deba disponers
ge. Por lo tento, en la reunidén finael, estos anillps son
aplastados a formas ovaladas de seccidn transversal, como
se ilustra, Esto efectivamente rellena las respecyivas hent
diduras blinddndolas contra ls salida de arcos y de produc-
tos de arco, sin comprometer significativamente la alta pre+
8idn de contacto de los electrodos principales del disposi-
tivo 11,

Los anillos.de 0, 54 y 55 estén respectivamente
circunscritos por medios rigidos 56 y 57 que; como 86 mues-—

tra en la fig. 1, comprenden anillos de retencidn separados

_de material relativamente fuerte, tal como metal (por ejemplo,

plomo, latén o acero). Cada retén tiene un didmetro interigr
ligeramente mayor que el original difmetro exterior del anit
1lo de O asocizdo, y su dimensién axil es suficientemente

corta, de modo que se ajusta apretedamente (como se ilustra)
en la misma hendidura que el anillo en O sin absorber normal
mente carga mecénica spreciable. Para limiter el desplaza-

miento del retén 56 en una direccién radial, el mismo estd

espaldon 20g del pilar 20. Por le misme razdn, una felde
57a del retén 57 se solapa sobre el éxtremo superior del -
aislador 19, como se ilustra. (EL 1ébulo 35 se proyecta ra
dialmente & través de una muesca cooperante en la falda 57a) .
5i fallase un dispositivo 11 y se quemase un erco

& través de uno o ambos de sus miembros terminales, el arco
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semiconductor, en que uno de los principales electrodos de

todav{a quedarfa confinado por los anillos de 0. En el casg
de que el arco confinado fuese & causar una acumulacidn de
presién, suficiente para mover el material del anillo de O
fuera de la hendidura, en que estd normelmente dispuesto,
tal movimiento serfa resistido por el asociado anillo de
retén 56 6 57, por lo que se impide el estallido hacia fue-
ra de los anillos de 0 Y se evita el relampagueo al exterior.
La ejecucion de le fig. 3 del presente invento di+
fiere de la anteriormente descrita en dos aspectos. E1 disq
positivo ilustrado es un diodo, y, por lo tanto, su cuerpo
semiconductor 12' no tiene contacto de portal y el mangulto
30 incluyente, de material aislante, no tiene ningin electrg
do de control, que atraviese el mismo. Como se indica cla-
remente en la fig. 3, el medio iigido, que circunscribe el
anillo de O, 55 pare impedir el estallido del mismo, compren
de un2 brida 21a, curvada hacia abajo, del miembro 21 de em
puje de metal, Este brida forma, con el cuerpo del miembro
21, una cavidad snular 58, que estd superpuesta el extremo
superior del mﬁnguitp eislante 30, y el anillo de 0, 55 estd
dispuesto en la cavidad 58, como se ilustra.

La fig. 4 ilustra el montaje de un dispositivo

esta caje comprende un disco 60, relativemente grueso, que
estd unldo al manguito 30 aislante de un delgado diefragma
anular 61, que se empareja con un collar metdlico 62 solda-
do & haje temperatura con el extremo superior del manguito

30. El enillo de 0, 55 tiene un didmetro aproximademente

ey

igual al del correspondiente extremo del manguito 30, y est

dispuesto en compresidn entre el diafragme 61 y un miembro . -
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me, excepto donde se conecta & uno de dichos electrodos,

" co, dispuesto en compresidn entre dicho miembro unico y di-

63 de empuje de metal superpuesto. En esta ejecucidn la
funcién que impide el estellido hacia fuera, se realiza por

una brida 64 vuelta hacia arriba, del diafragma 61.

N 0 ] B o =

La presente patente de invencidn, comprende las
siguientes reivindicaciones:

1.~ Disposicidn de conjunto rectificador de semi-
conductor, comprendiendo un dispositivo semiconductor, que
contiene un par de electrodos principales, un cuerpo semicoy
ductor, dispuesto mecdnicamente entre dichos electrodos y
eléctricemente en serie con los mismos, y una caja derrada
herméticamente para dicho cuerpo, incluyendo dicha caja los
citados electrodos, un aislador.generalmente cilindrico,
hueco, y medios para unir dichos electrodos a extremos opueg
tos de dicho aislador; medios para montar dicho dispositivo
¥y para conectar los electrodos principales del mismo a un
circuito eléctrico exterior, comprendiendo dicha montura y
medios conectadores por lo menos un miembro de metel, dis-

puesto en proximidad de dicha caja, pero espaciado de la mig

caracterizada por lo menos por un anillo de material eldsti-

cha caja cerca de un extremo de dicho aislador; y medios re-
lativamente rigidos, que circunscriben dicho anillo para imd
pedir el estallido hacia fuera del mismo.

»,~ Disposicidn segin la reivindicecidn 1, carac-

terizada porque dichos medios, pare unir dichos electrodos




10

15

20

25

30

R T

A

3
e W
nﬁ‘;

374813 .

a8 extremos 0puesfos de dicho aislador, comprenden por 1o me-
nos uh diafragme metdlico anular que conecta dicho electro-
do dnico al correspondiente extremo de dicho aislador, y
dicho anillo dnico estd dispuesto en una hendidura entre
dicho diafragme y el citado miembro dnico.

. 3.~ Disposicidén segin la reivindicacidn 2, carac~

terizada porque dicho medio relastivemente rfgido para impe-
dir el estallido hacia fuera de dicho anillo es una brida
de dicho miembro tnico.
' 4.- Disposicidn segin la reivindicacidn 2, carac-
terizade porque dicho medio relativamente rigide para impe-
dir el estallido hacia fuera de dicho anillo, es una brida
de dicho diafragmse,

5.- Disposicidn segin la reivindicecidn 2, carac-
terizada porque dicho medio relativamente rigido, para impe
dir el estaliido de salida hscia fuera de dicho anillo, es
un aro metdlico separado.

6.- Disposicidn segin la reivindicacidn 1, carac-
terizada porque dicho aislador hueco tiene la forme de un
manguito; parte de dicho miembro de metal esté colocado so-
bre un extremo de dicho menguito y dicho anillo dnico estd
dispuesto en una hendidura entre diche parte y el citado
extremo de dicho menguito, por lo que dicha hendidura es
cerrada por dicho anillo,

7.~ Disposicidn segin la reivindicacidn 6, carac-
terizada porque dicho anillo es un anillo de O y tiene un
didmesro, que es aproximademente igual al de diﬁho_extremo
de dicho menguito y en que dicho medio relativemente rigido

es un anillo metdlico separado, teniendo un didmetro inte -
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rior mayor que el didmetro exterior de dicho anillo de O,

8.~ Disposicid segin la reivindicacidn 7, carsc-
terizada porque dicho anillo metdlico incluye una falde, que
se golapae sobre un extremo de dicho manguito para limitar
el desplazamiento del mismo en una direccidn radial.

9.~ Disposicidn segin le reivindlcmoidn 7, cerac-
terizada porque dicho eanillo metdlico incluye una falde, qub
se Bolapa Bobre diche perte del citado miembro metélico pa~
ra limitar el desplazemiento del mismo en direccidn radial,

10,~ Dispoeicidn de conjunto de rectificedor de
semiconductor.

Segin se describe y reiﬁindioa en la presente me-{

moria descriptiva y se ilustra con las figuras adjuntas, y

cuyo texto consta de dieciriuvevehojas foliadaes y -escritas

& méquina por una sole dp Sus caras.
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